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Pfi posuzovani disertani prace jsem vychdzel ze skute¢nosti uvedenych v pfedlozené disertacni
préci, aktualnosti tématu, zplsobu a metod fedeni, dosazenych vysledkd, zplsobu zpracovani prace a
dalSich ziskanych informaci.

a) Vyznam disertacni prace pro obor (aktuidlnost zvoleného tématu)

Problematiku uvedenou v predloZené disertaéni prdaci s ndzvem “Heterostruktury na bdzi
organickych vodivych materialii” lze povaZovat za aktualni a v sou¢asné dobé rozvijenou zejmeéna ve
spojeni s rozvojem novych technologickych pfistupl v mikroelektronice, snizovanim technologickych
nakladd a zvySovani spolehlivosti elektronickych systémdi. Jedna se o oblast naleZejici do vyvoje
novych technologickych postupl, vyznamné je, Ze se jedna o postupy dostupné pro aplikace i
v Ceskych podminkach. Snizovéni naklad( na technologické postupy a zvySovani hustoty souéastek v
objemu a zvySovani spolehlivosti je pfedmétem vyzkumu a vyvoje pfednich svétovych vyrobcd.

b) Zvolené postupy Feseni problému, pouZité metody zpracovani

PredloZzena prace je typicky zaméfena do technologické oblasti, tj. vyvoje novych
technologickych postupl pro realizaci mikroelektronickych struktur. Pro jeji feSeni disertant vyuZiva
standardni metody laboratorni prace vyznacujici se velkou naro¢nosti na peclivost a opakovatelnost
operaci a predev$im narocnosti na ¢as straveny pfi realizaci dil¢ich probléma pfimo v laboratofi. Pro
ovéfeni teoretickych predpokladli pouZiva méfeni vlastnosti navrzenych a realizovanych struktur.
V praci jsou pouzivany dostupné laboratorni technologické pfistupy a metody.

Prace je zaméfena na technologickou problematiku realizace tisténého tranzistoru, je zde
popsana metodika pripravy tisténého tranzistoru, rozebrany jednotlivé faze experimentalni realizace
spinaci soucastky laboratorné pfipravenych OFET struktur a elektrochemického tranzistoru. Prace
vychazi z dlouhodobého materidlového vyzkumného zaméru v ramci Regiondlniho inovacniho centra
elektrotechniky v Plzni (RICE).

Splnéni sledovanych cil( disertaéni prace

Diserta¢ni prace se zabyva nalezenim vhodnych technologickych postupl s vyuZitim vhodné
materialové zakladny pro realizaci flexibilnich tisténych mikroelektronickych soucastek a struktur s
vyuzitim organickych materiald.

Hlavni a jediny cil prace je definovan na strané 13 ve znéni: ,Realizace funkéniho unipolarniho
tranzistoru tiskovymi metodami vhodnymi pro hromadnou pramyslovou vyrobu, ktery spliuje
pozadavky na nizkonapétovy provoz s vyhovujicimi dynamickymi parametry a s pfijatelnou stabilitou
v béZnych atmosférickych podminkach”. Diléi cile stanoveny nebyly, hlavni cil byl v této kapitole
komentovdn v nékolika ¢astech, které by bylo moiné povaZovat za diléi cile prace (a) pfiprava
soucastkové struktury s topologii obdobnou typickému MOSFET v tfielektrodové konfiguraci, b)
technologicky postup realizace postupnou depozici dil¢ich funkénich vrstev s vyuZitim tiskovych
technik, c) poZadavky na materidlové sloZeni tranzistorové struktury s dostateé¢nou stabilitou a malou
degradaci funkénich parametru).

Uvedené vytycené cile prace byly spinény a jsou v disertaéni praci rekapitulovany spolu s pfinosy
prace na strané 77, avSak postrddam stanoveni védeckych cilli prace.
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c) Vysledky disertacni prace a nové poznatky

Podle stanovenych cill pfinesla disertani prace nové poznatky v oblasti technologii pFipravy
tisténého elektrochemického tranzistoru unipoldrni konstrukce pro nizkonapétovy provoz s
pracovnim napétim v fadu stovek mV, s vyhovujicimi dynamickymi vlastnostmi s dosaZzenymi
spinacimi a vypinacimi ¢asy v fadu desitek ms a stabilitou v béZnych atmosférickych podminkéch.
Dosazené vysledky predstavuji perspektivni realizace plné tisténé elektronické platformy pro
jednoduché aplikace.

Cil i dosaZené vysledky byly konkrétné definovany a predlozeny. Skoda, 7e v zavéru prace chybi
porovnani dosazenych vysledkl s vysledky uvadénymi v odborné literatufe a predevsim definovani
hlavnich védeckych pfinost doktoranda se vztahem k vysledkdm préce.

Plvodni konkrétni pfinos disertanta (pro dal3i rozvoj védy)

Prace je z hlediska praktického vyuZiti pfinosna, pfinesla nové poznatky v oblasti technologie
vyroby tisténych tranzistorovych struktur OFET, které je mozino vyuZivat i v nasich podminkach. Za
podstatné pfinosy k dalSimu rozvoji védy lze v praci povaZovat predevsim:

e  Ovéreni realizace tranzistorovych struktur typu OFET a zejména organickych elektrochemickych
tranzistor OECT pro napdjeni nizkym napétim.

e  Odladéni navrhu struktur pro dosaZeni dobrych dynamickych vlastnosti struktur.

e Dosazeni vyhovujici stability v béznych podminkach.

d) Vyjadfeni k systematicnosti, pfehlednosti, formalni Gpravé a jazykové Grovni disertaéni prace
Prace napsana na 90 stranach, vlastni text na 70 strandch, 40 stran tvofi realizaCni ¢ast. Prace je
rozdélena na nékolik velkych ¢asti. Na prvnich cca 30 strandch textu je uveden cil prace a déle jsou
uvedeny obecné znamé vychozi informace pro feseni prace (kapitola 4 je vénovana organickeé tisténé
elektronice, kapitola 5 unipoldrnim strukturdm v tisténé elektronice. Jadro prace je v kapitole 6
s realizaci tiSténeho tranzistoru, kde jsou postupné fedeny pracovné nazvané tii generace tranzistoru
OECT. Prace je doprovéazena 74 odkazy na pouZitou literaturu, bohuZel ani jeden odkaz neni na vlastni
publikace autora.

Pozitivné hodnotim shrnuti dosazenych vysledk(i v kap. 6.3.4, kap. 6.4.4 a kap. 6.5.8. Za
nedostatek v téchto kapitolach povaZuji, Ze dosazené vysledky nejsou navazany na vlastni publikace
autora a dale, Ze vysledky nejsou dostatecné konfrontovany s vysledky uvadénymi v literatufe (mimo
3 odkazll na literaturu s vysledky dynamiky struktur na str. 70 a str. 72).

Prace je psana pfehledné a peclivé s velmi dobrou ¢estinou (drobné prohresky), myslenky jsou
systematicky a logicky uspofadany. Obrazky pouZité v praci maji jednotny graficky charakter, ale
misty jsou $patné Citelné (malé) stejné jako symbolika u os grafdi neni u vSech obrazk({ dobra. BohuzZel
ani disledné pouzivani jednotek ze soustavy Sl véetné spravného zapisu neni v préci dodrieno.

Pozitivné hodnotim odkazy v textu na pfilohy, do kterych byly pro pfehlednost umistény nékteré
vysledky prace. BohuZel nékteré pfilohy jsou zbytetné, protoze se vyskytuji i v textu jako obrazky.

e) Vyjadreni k publikacim disertanta

Disertant predloZil seznam 11 vlastnich publikaci a vysledk( védecko-vyzkumné prace (1 pfijaty
impaktovany Casopis, 1 ostatni asopis, 7 pfispévk( na mezinarodnich a narodnich konferencich, 2
funkéni vzorky). U 6 z 7 prispévkd na mezinarodnich a nédrodnich konferencich je disertant jako
vedouci autor. Podle ndzvu pFispévkl maji publikace pfimy vztah k problematice reSené v disertacni
praci.

f) Dotazy a pFipominky k disertaéni praci

Pripominky formalniho charakteru:

e Str. 9/Seznam pouZitych symboll a zkratek. Nejsou uvedeny viechny symboly pouZité v préci,
napf. V1, Vg apod. Zkratky typu ZCU, UPce, VTT do seznamu odbornych zkratek nendlezi.
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Str. 13/Cile prace. Stanoven jeden hlavni cil, avéak chybi definovédni védeckych cilG (podminka
obhajitelnosti disertacni prace).

Nestandardni ¢islovani stranek pocinaje stranou 8 u obsahu.

Slovo , Fidici” se pise s kratkym i, napF. str. 24, 26 apod. Ale cca od strany 43 je uz v prdci uvadéno
ve spravném tvaru.

Dobré gestina s drobnymi zanedbatelnymi pieklepy, ale vyskytuji se slova, jako napf. ,peak” na
str.74, ,Skalovani“ nebo pfeklep v popisu obrazku 6.21/str.57.

Pochvala za dUsledné psani fyzikdIniho rozméru oddélené od vlastniho &isla.

Obrazky. Rada obrazk( velmi mala se $patné &itelnymi obsahy (napf. str. 26/obr.5.3,
str.31/obr.5.6, str. 43/obr.6.4 apod.).

Fyzikdlni rozméry v textu i u nékterych obrazkd ve Spatném tvaru, ¢asto v textu uvedeno rizné.
Napf. cm?/Vs ma byt spravné cm?.V-1.s (v seznamu symbol je rozmér uvedeny ve spravném
tvaru), dale napf. uF/cm?, S/cm, S/m, A/s na str.67/obr.6.35, str. 74/obr. 6.45, obr. 6.46 apod.
Symbol napéti V. Proé je v praci napéti oznacovano symbolem V misto v CR stale platného
symbolu U?

Str. 43/obr. 6.4. Jaké veli¢iny jsou vynaseny na osach, symboly uvedené u os nejsou nikde
definovany (ani v seznamu symbol a zkratek). U téchto symboll dale chybi fyzikalni rozméry.
Obrdazek je maly a $patné Citelny.

Str. 43/obr. 6.5. Fyzikalni rozméry ve tvaru ,Amps” a ,Volts” neexistuji. Obrazek je Spatné Citelny.
Str. 51/obr. 6.10, obr. 6.11. Oznaceni os x a y je nepfehledné.

Pozitivné hodnotim shrnuti dosaZzenych vysledkl v kap. 6.3.4, kap. 6.4.4 a kap. 6.5.8.

Prot se odliduje ozna&eni osy y u vyznamové stejnych obrdzkl str.66, str. 67/obr. 6.34, obr.6.35,
obr. 6.36 a str. 68, str. 69/ obr. 6.37., obr. 6.38, obr. 6.39?

Str.73/obr.6.43, str.75/obr.6.47. Nepfilis vhodné oznaceni osy x.

V préci chybi odkazy na vlastni publikace, zejména u ¢asti s dosazenymi vysledky prace.

Pro¢ jsou obrazky nékteré obrazky zafazené jesté jako pfilohy? PFil. VI stejna jako str.68/obr.
6.37, PFil. VIl stejna jako str.69/obr. 6.38, PFil. IX stejna jako str.69/obr. 6.39.

V praci neni vidét podil doktoranda na dosaZenych vysledcich (publikace kolektivni).

Za nedostatek v kap. 6.3.4, kap. 6.4.4, kap. 6.5.8 a dalSich ¢astech prace povaiuji, Ze dosazené
vysledky nejsou navazany na vlastni publikace autora a dale, Ze vysledky nejsou dostate¢né
konfrontovany s vysledky uvadénymi v literatufe (mimo 3 odkaz( na literaturu s vysledky
dynamiky struktur na str. 70 a str. 72).

V zavéru prace postradam porovnani dosazenych pGvodnich védeckych vysledkdl (pfinosi) prace
s informace uvadénymi v literatufe, chybi konfrontace vysledk.

Dotazy vécného charakteru:

Str. 52/obr. 6.12, obr. 6.14 a podobné na str.53/obr.6.15. Na obrazcich chybi charakteristiky
oznatené parametry Vgs.1st, Vg.2nd, lg.1st, lg.2nd. Je to zplsobeno tim, Ze se charakteristiky
prekryvaji?

Jaka je technologicka reprodukovatelnost vysledkd, tj. realizace tisténého tranzistoru.

V praci jsem nenasel informace o vlivu teploty na parametry fesenych struktur. Pokud toto
v praci fe$eno nebylo, prosim alespofi o struény odhad chovani zékladnich parametr( struktury
v zavislosti na teploté.

Z textu nelze plné posoudit podil autora na vystupech prace, ztextu prace a publikované
literatury (u v3ech uvedenych publikaci autora jsou spoluautofi) vyplyva, Ze uvedena
problematika by mohla byt fesena kolektivné. Prosim o upfesnéni.

V textu prace neni nikde uvedeno, jakych védeckych vysledkd dosahl doktorand pfi feSeni préce,
prosim o definovéani hlavnich védeckych vysledk( posouvajici Groven poznédni v daném oboru.

Pfedpokladd se, Ze dosaZené zavéry se prakticky uplatni bezprostfedné v pramyslu?
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g) Zavér

PredloZena prace predstavuje ucelené zpracovani problematiky. V praci jsou naplnény viechny
¢asti pozadované na praci tohoto typu, a proto ji hodnotim sdosazenymi vysledky pozitivné.
Doktorand prokazal v praci schopnosti samostatné védecké prace a orientaci v dané problematice.
Dosazené vysledky predurcuji doktoranda k dalSimu Gspésnému rozvoji jeho osobnosti. Posuzovana
prace spliuje hlediska obecné uznavanych pozadavk( na disertaéni praci.

Doporuéuji podle zakona ¢.111/1998 Sh. § 47 disertacni praci k obhajobé pro udéleni pro udéleni
akademického titulu ,,doktor” (ve zkratce Ph.D.) v doktorském studijnim oboru Elektronika.

W

prof. Ing. Miroslav Husdk, CSc.
oponent
Adresa:
Ceské vysoké uleni technické v Praze
Fakulta elektrotechnicka
Technicka 2
166 27 Praha 6
Tel.: 02-2435 2267, fax: 02-2431 0792,
e-mail: husak@fel.cvut.cz

v Praze dne 28. 10. 2015
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Posudek disertacni prace

Predkladatel disertacni prace: Ing. Silvan Pretl
Nazev disertaéni prace:

Heterostruktury na bazi organickych vodivych materialu

Studijni obor: Elektronika
Skolitel: doc. Ing. Ales Hamacek, Ph.D.
Oponent: prof. RNDr. Stanislav Nespurek. DrSc.

Piedlozena disertadni prace sestava z 90 stran textu a 11 priloh. Zabyva se velice aktualni
problematikou z oblasti vyvoje a konstrukce organickych tisténych tranzistoru. Prace vychazi
z jednoho bodu ukolu projektu Flexprint. ktery byl na Katedre technologii a méfeni feSen:
..Realizace funkéniho unipolarniho tranzistoru tiskovymi metodami vhodnymi pro hromadnou
primyslovou vyrobu. ktery spliuje pozadavky na nizkonapétovy provoz s dynamickymi
parametry a s piijatelnou stabilitou v béznych atmosférickych podminkach.” V uavodni
teoretické Casti prace (8 stran) jsou diskutovany problémy tisténé elektroniky a rozebrany
vodivostni iontové efekty. které v rfadé pripadi hraji velkou ulohu ve funkénich
soucastkovych strukturdch pfipravenych na bazi organickych polovodic¢i. Tato problematika
neni v klasické anorganické elektronice bézna. Je nutné poznamenat. Ze autor spravné
pochopil vyznam iontovych procest v elektronovych organickych polovodicich a tyto znalosti
pak vyuzil k vyvoji organického elektrochemického tranzistoru. V druhé ¢asti teoretické prace
(11 stran) se rozebiraji organické polem ftizené tranzistory, organické tranzistory
s elektrolytem a organické elektrochemické tranzistory. Podrobné jsou popsany moznosti
tisténych tranzistorovvch struktur. pozornost je vénovana také tisku elektrolyti. Zde bych
ohodnotil diskuzi tykajici se vlivu transportu iontu na vlastnosti elektrochemickych
tranzistorii nejen z hlediska elektrického. ale i chemického. I kdyz jde o problematiku novou a
7 hlediska materiali perspektivni v oblasti molekularni elektroniky. zhostil se Ing. Pretl
tématu velmi dobfe. Jeho orientace v feSené problematice je dobra o cemz svédci 74
zminénych citaci.

Kapitolou 6 zacind realizacni ¢ast. kde se popisuji rizné etapy vyvoje tiSténé tranzistorove
struktury. V prvé fadé jsou popsany aktivity autora v oblasti unipolarniho organického
transistoru fizeného elektrickym polem. Testovani probéhlo na komer¢nich BG-BC
strukturach. jako aktivni materialy byly pouzity substituované ftalocyaniny a regio-regularni
poly(3-hexylthiofén) (P3HT). Bylo pripraveno 112 tranzistoru. zakladni charakteristiky
funkénich vrstev jsou uvedeny v priloze 1. Autor konstatuje. ze tranzistory pripravené na bazi
ftalocyaninii nevykazovaly tranzistorovy jev. tj. nebyla pozorovana modulace vodivosti
kanalu puasobenim #idiciho napéti. Tranzistory pfipravené na bazi P3HT byly casove
nestabilni a jejich prahové napéti bylo vysoké. Z téchto duvodi se autor rozhodl vybudovat
nové pracovisté. kde jak priprava tranzistoru tak méfeni jeho charakteristik probéhne v inertni
atmosfére nebo ve vakuu. Vzhledem k tomu. Ze jde o proces casové i finan¢né velmi naro¢ny
Ing. Pretl opousti tuto problematiku a zacina se vénovat chemické modifikaci OFET.
organickému elektrochemickému tranzistoru (OECT). Zvolenim vhodnych chemikalii je
mozné pripravit tuto soucastku a provést jeji charakterizaci na vzduchu pfi laboratornich
podminkach. Autor popisuje tfi generace vyvoje OECT. vkazdé uvadi pouzit¢ (razné)
topologie elektrod. modifikované postupy pripravy soucastek a vysledky méfeni statickych a
dynamickych charakteristik. Nebudu zde zminovat zadné detaily pouzitych technologii ani
dil¢i charakteristiky. Vysledna souc¢dstka vykazovala spinaci poméry v fddu nékolika tisic.



rychlost vypinani 5 s a rychlost spinani 50 s, coz lze povazovat za velice dobry vysledek.
Charakteristiky se neménily ani po dvanacti mésicich od piipravy vzorku, poklesla pouze
proudova uroven o 50 %. V ramci statistického rozboru Ing. Pretl uvadi vysledky na vice jak
300 tranzistorech (pouze ve tieti generaci). Jde o neuvéfitelnou aktivitu. zcela neobvyklou pri
pripravé disertaCni prace. Z téchto fakti je mozné vyvodit nékolik zaveri: Ing Pretl je
vykonny vyzkumny pracovnik s velkou odpovédnosti presentovat pouze vérohodné vysledky:.
Je dobrym konstruktérem laboratornich zafizeni. dobrym odbornikem v oblasti elektrickych
méfeni a vynikajicim pracovnikem schopnym na urovni interpretovat méiena data.

Poznamenejme. Ze v této etapé piipravy disertacni prace Ing. Pretl shromazdil dostatecné
mnozstvi technickych 1 naméfenych dat. Jeho zvidavost ho vsak vedla dale a pokusil se
pripravit OECT s fidici elektrodou pfipravenou z iontové kapaliny. Otestoval 18 typi riznych
iontovych kapalin. To mu umoznilo pfipravit tranzistor s rychlosti vypinani 10 ms a rychlosti
spinani 50 ms. Urc¢itou nevyhodou je. Ze stabilni provoz je mozny v rezimu dynamického
spinani pouze pii fidicim napéti mensim jak 0.7 V. Poznamenejme. Ze nejlepsi vvsledky
presentovane v literatuie z hlediska spinacich ¢asu se pohybuji na turovni 150 ms (J.
Kawabhara et al.. J. Polymer Sci. B. Polymer Physics 51 (2013) 263).

Disertacni prace je sepsdna jasnym a piehlednym zpusobem. Odborna troven prace je velmi
dobra. téma je aktudlni a z inzenyrského hlediska zajimavé. Analyza a interpretace
dosazenych vysledka a formulace zavért disertace jsou presentovany bez zjevnych chyb.
Logicka struktura prace je na velmi dobré urovni. Vzhledem k tomu. 7e diserta¢ni prace byla
vypracovana na pracovisti technického typu. pfedpoklada se ur¢ita vyuzitelnost vysledki v
praxi. V tomto sméru je mozn¢ fici. Ze byla nalezena technologie pripravy rychlého spinaciho
prvku. ktery muze byt pfipraven tiskovou technikou. Rozhodnuti o aplikaénim potencidlu
bude mozné ucinit po dodatecnvch testech. Nicméne, ziskané vysledky prokazuji. ze cile
stanovene v diserta¢ni praci byly splnény. Aktivity Ing. Pretla mazeme najit v 9 statich
(publikace a konferen¢ni prispévky). V této souvislosti bych rad zminil také 2 funkéni vzory.

K praci mam nékolik dotazu a pfipominek. které ovsem nikterak nesnizuji jeji celkovou

urovern:

1. Vysvétlete detailné princip a funkci elektrochemického tranzistoru.

2. Z grafu na obr. 6.41 by bylo mozné ur¢it pohyblivost volnych nosi¢i naboje. Jaka je
hodnota zde pro tranzistor s pevnym elektrolytem? Jak se zméni pohyblivost pii pouziti
iontové kapaliny jako fidici elektrody. kdy muzeme oc¢ekavat injekci iont1?

3. Osvétlete popis struktury na obr. 6.24.

4. Z obr. 6.40 vyplyva. ze spinaci proudovy pulz je opozdén za napétovym pulzem. Jaka je

pfi¢ina tohoto efektu? Jakou funkei muzeme popsat spinaci a vypinaci proces?

. Muzete uvést n¢jakou aplikaci vyvinutého tranzistoru?

n

Zavér:

Predlozena prace rozsahem i obsahem spliuje vSechny pozadavky kladené na
doktorskou disertaci a doporuduji ji k obhajobé (dle zakona ¢. 111/1998 Sb. § 47). Po
uspésné obhajobé doporucuji udélit Ing. Silvanu Pretlovi titul Ph.D.

V Praze. dne 25. fijna 2015. /Ibﬂ ,Qc’(/

prof. RNDr. Stanislav Nespu ek, PSe:
oponent



Posudek oponenta disertacni prace s nazvem:
Heterostruktury na bazi organickych vodivych material(

Autor: Ing. Silvan Pretl

Prace obsahuje 87 textovych stran, 11 stran priloh, 57 obrazkd,.. Seznam literatury ma 74
poloZek. Seznam viech publikaci autora ma 11 poloZek, k tématu prace se jich vztahuje 9,
vytvofil 6 funkénich vzorku.

Téma predloZené disertaCni prace odrazi velmi progresivni smér vyvoje elektronickych
soucastek a systému vyuZivajicich nové materialové soustavy predevsim organické povahy a
tiskové technologie pro jejich depozici. Zadkladnim kamenem je oviem definovani
materidlové zakladny a odpovidajici technologie vyroby. Materska katedra disertanta se
ucastni feSeni dlouhodobého zaméru v ramci Regionalniho inovacniho centra
elektrotechniky (RICE) v Plzni i jako ¢len osmiclenného konsorcia instituci podilejicich se na
projektu Flexibilni tisténd mikroelektronika s vyuZitim organickych a hybridnich materiald.
Dizertacni prace z potreb projektu Flexprint vychazi a touto vysoce aktualni problematikou
se zabyva. V kap. 2 uvadi jasné specifikovany cil prace — pouzitelny unipoldrni tranzistor
pfipraveny tiskovymi metodami (zestrucnil oponent).

Disertant po Uvodnim stru¢ném prehledu pouzitelnych tiskovych technik podrobnéji
charakterizuje zakladni unipolarni struktury jednak organickych tranzistort fizenych polem,
jednak tranzistort elektrochemickych. Tato Uvodni ¢ast je velmi obsdahl3, tvofi témér
polovinu celého textu.

Nasleduje druha, stejné rozsahla ¢ast, obsahujici nékolik variant tranzistorovych struktur v
rovinném ¢i prostorovém usporddani. Prvnim feSenim byl OFET tranzistor v nékolika
technologickych provedenich. Z hodnoceni vysledk( vyplynula jednak potieba vykonného
méficiho systému, jednak komplexu laboratorniho vybaveni pro pfipravu vzorkd v ochranné
atmosfére. Autor oba systémy navrhl jako oteviené, upravitelné podle pozadavkd dalSich
vyzkumnych a vyvojovych praci.

Negativni vysledky ziskané na strukture OFET urCily smér dalSich experimentalnich praci na
struktury elektrochemického tranzistoru (OECT). Ty byly pfipraveny v celkem tfech verzich
postupné zdokonalenou technologii. Autor uvadi namérené elektrické parametry (provozni
napajeci napéti radu stovek mV, doby sepnuti a rozepnuti radu desitek ms), a prohladuje
dostatecnou stabilitu v "normalnich" podminkach bez pozorované degradace.

Disertant v kap. 7. shrnuje s komentafem dosazené vysledky a konstatuje dosazeni
stanovenych cil( prace. V nasledujicich odstavcich specifikuje oblasti, které je nutné sledovat

a resit v navazujicich pracech.

Disertacni prace dokumentuje logicky pfechod od vychozich informaci ziskanych studiem
rozsahlych literarnich zdroju a z prvotnich experimentd pfi formulaci tezi prace k realizaci



plné tisténé tranzistorové struktury a jejimu proméreni. Vytéené cile tak byly v plném
rozsahu splnény. Tato skutecnost napliuje poZadavek novosti a disertability. Jako nutna
podpora experimentalnich Cinnosti byl navic navrien a ¢astecné i realizovan technologicky a
méfici systém. Disertant tak prokazal i zvladnuti manaZérsko-inZenyrskych tkold.

PfedloZena prace je sestavena systematicky, je prehledna. Lze vytknou jeji velky rozsah,
myslenky bylo jisté mozné vyjadrit strucnéji, vice technicky a konstataéné. Dale uvedené
pfiklady nemaji vliv na celkové hodnoceni prace, jsou jen jejim nedlstojnym
znehodnocenim.

Text obsahuje velmi mnoho anglickych termint bez vysvétleni ¢i prekladu, patrné jako
nasledek studia pfedevsim anglicky psanych prament. A to i v pfipadech, kdy existuji béiné
uzivaneé Ceske terminy, napf. spin coating = nandseni odtfedovdnim. | v seznamu symbold a
zkratek jsou uvedeny terminy, které zavedené Ceské nazvoslovi nezna (napf. S — source —
zdrojova elektroda — emitor). Otrocky polopieklad anglického oznaéeni vyvodu, pfipojovaci
plosky apod. souslovim "kontaktni terminal" je snad ten nejméné napadny. V obrazcich jsou
uvedeny popisky v anglictiné nejen u obrazk( prevzatych. Vysledky méfeni jsou
prezentovany v grafech publikovanych v nevhodném méfitku, popisky os a jina sdéleni lze
Cist pouze s lupou. Vyskytuji se i Usmévné formulace jako "rostouci pokles".

Publikace disertanta obsahuji 9 titull vztahujicich se k tématu prace, 2 tituly mimo téma. V
ramci feSeni disertacni prace byly zhotoveny 2 funkéni vzorky. V impaktovaném ¢asopise byl
k publikovani prijat 1 ¢lanek.

Dotazy a pfipominky k praci:

1) Vtextu je nékolikrat zmiriovan "modulacni efekt", bez blizsiho vysvétleni, definice aj. Co
je timto terminem minéno?

2) Vtextu nastr. 75 je odkaz na obr. 6.48, ktery ale v préci neni.

3) U vzorku OECT.v03 byla aplikovany iontové kapaliny ruéné, z textu plyne Ze pfedevsim z
Casovych ddvodU. Je realné jejich nandseni i tiskem a za jakych podminek?

4) Stabilita vlastnosti byla jen z nepozorovanych zmén posouzena jako vyhovuijici. Jak by
mélo probihat ovéreni stability Zivotnostnimi zkouskami?

DisertaCni prace pana Ing. Silvana Pretla na téma Heterostruktury na bazi organickych
vodivych materidld spliiuje podminky dle zakona ¢. 111/1998 Sb., § 47 a doporuduijiji k
obhajobé.
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Doc. dng. Jan Urbanek, CSc.

V Praze dne 20. listopadu 2015



